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2OEE6O06 Проjектовања Дигиталних Интегрисанох Кола 1. jul 2022

Име и презиме: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бр. индекса: . . . . . . . . . . . . .

1.|1 Одредити броj неисправних пелета димензиjе 5 × 5mm2 ако се користи подлога пречника
200mm. Параметри процеса су NDEF = 0.5def/cm2 i α = 0.4. Познато jе CD = CP/(NDPD),
K = πd/

√
2SD i PD = (1 +NDEFSD/α)

−α где jе SD површина пелета и d пречник подлоге.

SD = w × h = 25mm2 (0.1) SP = π (d/2)2 = 314.159cm2 (0.1) ND = SP/SD = 1167 (0.2)

K = 89 (0.2) PD = 89.69% (0.2) MD = PDND = 1046 (0.1) ND −MD = 121 (0.1)

2.|1 Шта jе баферовање у процесу депозициjе?

Баферовање jе поступак формирања заштитног (бафреског) слоjа на подлози.

3.|1 Одредити релативну промену напона прага NMOS-FET транзистора ако jе потенциjална
разлика између сорса и основе 0.4V. Познато jе γ = 0.4

√
V, VTH0 = 0.35V, ΦF = 0.32V i

VTH = VTH0 + γ
(√

2|ΦF |+ VSB −
√
2|ΦF |

)
VTH = 0.438V (0.5), δVTH

=
|VTH0 − VTH |

VTH0

= 0.251 (25.12%) (0.5)

4.|1 Скицирати промену капацитивности CGS и CGD у зависности од напона геjта, при констант-
ном напону дреjна.
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5.|1 Проценити подужне RLC параметре везе ширине, w = 50µm, израђене у металу Al1 коjа
се налази у FOX оксиду. Проценити при коjоj фреквенциjи индуктивни део импедансе везе
постаjе jеднак отпорном. Познато jе: Rsh = 75mΩ/□, Cpp = 30aF/µm2, Cfring = 40aF/µm,
µ0 = 400πnH/m, ε0 = 8.85pF/m, µr = 1, εr = 3.9 и L′C ′ = εµ.

C ′ = wCpp+2Cfringe = 1.58fF/µm (0.3) R′ = Rsh/w = 1.5mΩ/µm (0.2) L′ = (εrµrε0µ0) /C
′ =

27.464fH/µm (0.2) 2πfoL
′ = R′ ⇒ fo = R′/ (2πL′) = 8.693GHz (0.3)

6.|1 Индуктивност везе постаjе доминантна за: □ велике фреквенциjе и велике отпорности,
□ мале фреквенциjе и велике отпорности, ⊠ велике фреквенциjе и мале отпорно-
сти, □ мале фреквенциjе и мале отпорности.
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7.|1 За коло са слике 1 применом Елморове фор-
муле проценити веременске константе од чво-
ра A до чвора B (τAB), и до чвора C (τAC) .

τAB = R1 (C1 + C4 + C5) + (C2 + C3) (R1 +R2)

τAC = R1 (C1 + C2 + C3) + C4 (R1 +R4)

+ C5 (R1 +R4 +R5)
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Слика 1

8.|1 Jедан инвертор, INV1, има поjачање малих сигнала −40, а други, INV2, има поjачање малих
сигнала −20. Оба инвертора имаjу симетричну VTC. Коjи од инвертора има веће маргине
шума? ⊠ INV1 или □ INV2.

9.|1 Одредити релативне димензиjе геjтова b и c
са слике 2 тако да кашњење дуж критичне
путање од чвора А до чвора B буде мини-
мално. Капацитивност оптерећења CL jе 450
пута већа од улазне капацитивности jединич-
ног инвертора. Релативни однос димензиjа
PMOS и NMOS транзистора jединичног ин-
вертора jе 2/1. Познато jе a = 20.

A
a

b
c

c

CL

B

Слика 2

F =
CL

a
=

450

20
= 22.5 (0.1) B = 1× 2× 1 = 2 (0.15) G = 1× 5

3
× 5

3
=

25

9
= 2.777 (0.15)

H = F ×B ×G = 125 (0.1) h =
3
√
H = 5 (0.1)

hc = gc × fc = gc
CL

c
⇒ c = CL

gc
hc

= 150 (0.2) hb = gb × fb = gb
2c

b
⇒ b = 2c

gb
hc

= 100 (0.2)

10.|1 Нацртати електричну шему на транзисторском нивоу коjом се имплементира логичка функ-
циjа, Y = A⊕B, и димензионисати транзисторе по критериjуму tpHL ≈ tpLH . Релативни
однос димензиjа PMOS и NMOS транзистора jединичног инвертора jе 2/1. Одредити пара-
метар p у моделу кашњења, tp = tp0 (p+ gf/γ).
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